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ВЛАСТИВОСТІ ЕЛЕКТРОННОГО ПЕРЕНОСУ ВЗДОВЖ ШАРІВ 

В ОПРОМІНЕНИХ ЕЛЕКТРОНАМИ ШАРУВАТИХ КРИСТАЛАХ n-InSe 

 

У температурній області 80 ÷ 400 К вивчено вплив різних доз електронного опромінення (10 МеВ) на 

електричні властивості вздовж шарів низькоомних монокристалів n-InSe. Порівнюються параметри зразків з 

однаковою накопиченою дозою (270 кГр), але з різним послідовним опроміненням. Зменшення концентрації 

вільних електронів після е-опромінення пов’язане зі зниженням кількості міжвузловинних атомів індію 

внаслідок їх агрегації між шарами. Виявлене зниження рухливості вздовж шарів селеніду індію (InSe) зі 

зростанням дози розглядається як наслідок підвищення внеску двовимірних електронів. Екстремуми на 

залежностях RH(T) та µ⊥С(Т) пояснено перерозподілом електронів між 2D-станами та основною зоною 

провідності InSe. 
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PROPERTIES OF ELECTRON TRANSPORT ALONG THE LAYERS 

IN ELECTRON IRRADIATED LAYERED n-InSe CRYSTALS 

 

The effect of various doses of electron irradiation (10 MeV) on electrical properties along the layers of low-

resistivity n-InSe single crystals are investigated in the range of 80 to 400 K. The parameters of the samples with the 

same accumulated dose (270 kGy), but at different series irradiation, are compared. The decrease of free electron 

density after e-influence is caused by a decreased amount of interstitial indium atoms because of their aggregation 

between the layers. The established decrease of mobility along the InSe layers with increasing radiation dose is 

considered to be due to the increased contribution of two-dimensional electrons. The extrema of RH(T) and µ⊥С(Т) 

dependencies are explained as a result of a redistribution of electrons between the 2D states and the main conduction 

band of InSe. 

Keywords: layered crystal, indium monoselenide, electron irradiation, Hall coefficient, mobility, 2D electron gas, 

scattering mechanisms. 
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